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(57) Hauptanspruch: Optoelektronischer Halbleiterchip
(100) mit einer auf GaN, InGaN, AlGaN und/oder InAlGaN
basierenden, epitaktisch gewachsenen Halbleiterschich-
tenfolge (1), die aufweist:
- eine p-dotierte Schichtenfolge (2),
- eine n-dotierte Schichtenfolge (4),
- eine aktive Zone (3), die zur Erzeugung einer elektroma-
gnetischen Strahlung vorgesehen ist und die sich zwischen
der p-dotierten Schichtenfolge (2) und
der n-dotierten Schichtenfolge (4) befindet, und
- mehreren auf AlxGa1-xN basierenden Zwischenschichten
(5a, 5b) mit 0 < x ≤ 1, die sich an derselben Seite der aktiven
Zone (3) wie die n-dotierte Schichtenfolge (4) befinden,
wobei
- eine spezifische Chemikaliendurchlässigkeit der Zwi-
schenschichten (5a, 5b), insbesondere gegenüber Flüssig-
keiten, kleiner ist als für an die Zwischenschichten (5a, 5b)
angrenzende Schichten (4, 7, 15, 17) der Halbleiterschich-
tenfolge (1),
- die Zwischenschichten (5a, 5b) Erhebungen (50) aufwei-
sen, die sich in Risse und/oder Löcher (14) in an die Zwi-
schenschichten (5a, 5b) angrenzende Schichten (4, 7, 15,
17) der Halbleiterschichtenfolge (1) erstrecken, und
- die Erhebungen (50) wenigstens stellenweise in direktem
Kontakt zu Begrenzungsflächen der Risse und/oder Löcher

(14) stehen und zumindest ein Teil oder alle der Risse und/
oder Löcher (14) vollständig von der zugeordneten Zwi-
schenschicht (5a, 5a) überdeckt sind,
- die aktive Zone (3) von einer elektrischen Durchkontaktie-
rung (10) durchdrungen ist, und
- die elektrische Durchkontaktierung ...
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Beschreibung

[0001] Es wird ein optoelektronischer Halbleiterchip
mit mehreren auf AlGaN basierenden Zwischen-
schichten angegeben.

[0002] Die Druckschriften DE 100 42 947 A1,
DE 10 2005 003 460 A1, DE 10 2006 046 237 A1,
DE 10 2008 032 318 A1, DE 698 35 216 T2,
US 2008 / 0 093 611 A1 und US 2003 / 0 071 276 A1
betreffen optoelektronische Halbleiterchips.

[0003] Eine zu lösende Aufgabe besteht darin, ei-
nen optoelektronischen Halbleiterchip anzugeben,
der gegenüber flüssigen Chemikalien eine hohe Un-
durchlässigkeit aufweist.

[0004] Diese Aufgabe wird durch einen optoelektro-
nischen Halbleiterchip mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst.

[0005] Der optoelektronische Halbleiterchip umfasst
eine auf GaN, InGaN, AlGaN und/oder InAlGaN
basierende, insbesondere epitaktisch gewachsene
Halbleiterschichtenfolge. Basierend bedeutet, dass
die Halbleiterschichtenfolge überwiegend mindes-
tens eines der genannten Materialien aufweist oder
hieraus besteht. Dies schließt nicht aus, dass die
Halbleiterschichtenfolge vergleichsweise kleine Men-
gen weiterer Stoffe, insbesondere Dotierstoffe, auf-
weisen kann.

[0006] Die Halbleiterschichtenfolge umfasst eine p-
dotierte Schichtenfolge, eine n-dotierte Schichtenfol-
ge sowie eine aktive Zone, die sich zwischen der p-
dotierten Schichtenfolge und der n-dotierten Schich-
tenfolge befindet. Der Begriff Schichtenfolge schließt
hierbei nicht aus, dass die Schichtenfolge nur eine
einzige, bezüglich ihrer physikalischen Eigenschaf-
ten homogene Schicht aufweist.

[0007] Unter Schicht ist insbesondere ein Bereich
zu verstehen, der sich in einer Richtung senkrecht
zu einer Wachstumsrichtung der Halbleiterschich-
tenfolge über die gesamte Halbleiterschichtenfolge
oder über einen überwiegenden Teil der Halbleiter-
schichtenfolge, zum Beispiel über mehr als 80 %,
erstreckt. Eine Schicht kann also ein ebenenartig
ausgeformter, senkrecht zu einer Wachstumsrich-
tung orientierter Bereich der Halbleiterschichtenfolge
mit einer bestimmten physikalischen Eigenschaft, wie
einer bestimmten Materialzusammensetzung, sein.
Verschiedene Schichten oder Bereiche können durch
einen scharfen Übergang in eine Richtung parallel
zur Wachstumsrichtung voneinander getrennt sein.
Scharfer Übergang bedeutet insbesondere, dass ein
Übergangsbereich zwischen den Schichten oder Be-
reichen hinsichtlich ihrer physikalischen Eigenschaft,
wie einer Materialzusammensetzung, im Rahmen der
Herstellungstoleranzen erfolgt und/oder höchstens

fünf Monolagen, insbesondere höchstens zwei Mo-
nolagen einer Kristallstruktur beträgt.

[0008] Die aktive Zone ist dazu eingerichtet, im
Betrieb des Halbleiterchips eine elektromagnetische
Strahlung im ultravioletten, im sichtbaren und/oder
im nahinfraroten Spektralbereich zu erzeugen. Insbe-
sondere liegt eine Hauptwellenlänge der von der ak-
tiven Zone im Betrieb des Halbleiterchips erzeugten
Strahlung bei Wellenlängen zwischen einschließlich
380 nm und 550 nm. Hauptwellenlänge ist diejenige
Wellenlänge, bei der die in der aktiven Zone erzeugte
Strahlung eine maximale Intensität pro nm spektra-
ler Breite aufweist. Eine von dem Halbleiterchip emit-
tierte, in der aktiven Zone erzeugte Strahlung ist fer-
ner bevorzugt eine inkohärente Strahlung. Mit ande-
ren Worten ist der Halbleiterchip dann als Leuchtdi-
ode gestaltet und nicht als Laserdiode oder als Su-
perlumineszenzdiode.

[0009] Die Halbleiterschichtenfolge beinhaltet zwei
Zwischenschichten, die auf AlxGa1-xN basieren. x ist
hierbei größer als 0 und kleiner als 1. Mit anderen
Worten handelt es sich bei den Zwischenschichten
um auf GaN basierende Schichten, bei denen ein be-
stimmter Anteil von Ga-Gitterplätzen durch Al-Atome
eingenommen ist. Die Zwischenschichten befinden
sich auf derselben Seite der aktiven Zone wie die n-
dotierte Schichtenfolge.

[0010] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des optoelektronischen Halbleiterchips ist eine der
Zwischenschichten undotiert. Undotiert bedeutet ins-
besondere, dass eine Dotierstoffkonzentration klei-
ner ist als 5 × 1016 pro cm3. Die Zwischenschicht
kann dann an die n-dotierte Schichtenfolge unmit-
telbar angrenzen. Mit anderen Worten steht ein Ma-
terial dieser Zwischenschicht dann in unmittelbarem
Kontakt zu einem n-dotierten Material der n-dotierten
Schichtenfolge. Bevorzugt befindet sich diese Zwi-
schenschicht innerhalb der Halbleiterschichtenfolge,
sodass die Zwischenschicht keine Begrenzungsflä-
che der Halbleiterschichtenfolge in eine Richtung par-
allel zur Wachstumsrichtung bildet.

[0011] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des optoelektronischen Halbleiterchips befindet sich
mindestens eine der Zwischenschichten innerhalb
der n-dotierten Schichtenfolge und ist selbst n-dotiert.
Dass sich diese Zwischenschicht innerhalb der n-do-
tierten Schichtenfolge befindet, bedeutet, dass die
Zwischenschicht an beiden Seiten an weitere, n-do-
tierte Bereiche der n-dotierten Schichtenfolge grenzt.
Durch diese Zwischenschicht ist dann also keine Be-
grenzungsfläche der n-dotierten Schichtenfolge in ei-
ne Richtung parallel zur Wachstumsrichtung gebildet.

[0012] Eine spezifische Chemikaliendurchlässigkeit
der Zwischenschichten ist kleiner als für an die betref-
fende Zwischenschicht angrenzende Bereiche oder
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Schichten der Halbleiterschichtenfolge. Insbesonde-
re weisen die Zwischenschichten eine spezifische
Chemikaliendurchlässigkeit auf, die einer minimalen
spezifischen Chemikaliendurchlässigkeit der gesam-
ten Halbleiterschichtenfolge oder der gesamten n-do-
tierten Schichtenfolge entspricht. Spezifische Chemi-
kaliendurchlässigkeit bedeutet insbesondere Durch-
lässigkeit, bezogen auf eine bestimmte geometri-
sche Dicke der Schicht und auf eine bestimmte Zeit-
spanne, gegenüber Flüssigkeiten mit einer beson-
ders kleinen Viskosität. Kleine Viskosität kann bedeu-
ten, dass die Flüssigkeit eine Viskosität von höchs-
tens 2,5 mPas aufweist. Beispielsweise ist die Zwi-
schenschicht, speziell verglichen mit der restlichen
Halbleiterschichtenfolge, undurchlässig für Salpeter-
säure.

[0013] Der optoelektronische Halbleiterchip umfasst
somit eine auf GaN, InGaN, AlGaN und/oder InAlGaN
basierende, bevorzugt epitaktisch gewachsene Halb-
leiterschichtenfolge. Die Halbleiterschichtenfolge be-
inhaltet eine p-dotierte Schichtenfolge, eine n-dotier-
te Schichtenfolge und eine aktive Zone, die zur Er-
zeugung einer elektromagnetischen Strahlung vorge-
sehen ist und die sich zwischen der p-dotierten und
der n-dotierten Schichtenfolge befindet.

[0014] Weiterhin umfasst die Halbleiterschichtenfol-
ge auf AlxGa1-xN basierende, undotierte oder n-do-
tierte Zwischenschichten, wobei 0 < x ≤ 1. Die Zwi-
schenschichten befinden sich bevorzugt innerhalb
der Halbleiterschichtenfolge und weisen eine spezifi-
sche Chemikaliendurchlässigkeit speziell gegenüber
Flüssigkeiten mit kleiner Viskosität auf, die geringer
ist als eine spezifische Chemikaliendurchlässigkeit
von an die betreffende Zwischenschicht angrenzen-
de Bereiche oder Schichten der Halbleiterschichten-
folge.

[0015] Durch die Verwendung solcher Zwischen-
schichten ist eine Durchlässigkeit der Halbleiter-
schichtenfolge gegenüber flüssigen Chemikalien, wie
Salpetersäure, effizient reduzierbar. Hierdurch sind
eine höhere Ausbeute bei der Fertigung und eine hö-
here Zuverlässigkeit der Halbleiterchips realisierbar.

[0016] An die Zwischenschichten angrenzende
Schichten der n-dotierten Schichtenfolge oder der
Halbleiterschichtenfolge weisen Risse und/oder Lö-
cher auf, die sich quer zu einer Hauptausdehnungs-
richtung der Zwischenschicht erstrecken. Entlang ei-
ner lateralen Richtung, also einer Richtung senkrecht
zu einer Wachstumsrichtung der Halbleiterschichten-
folge, weisen die Risse und/oder die Löcher laterale
Ausdehnungen auf der Nanometerskala oder der Mi-
krometerskala auf. Die Ausdehnung der Löcher und/
oder Risse in einer lateralen Richtung beträgt bei-
spielsweise höchstens 0,25 µm oder höchstens 0,40
µm.

[0017] Die Zwischenschichten schließen zumindest
einen Teil der Risse und/oder der Löcher ab. Mit an-
deren Worten überdeckt die betreffende Zwischen-
schicht zumindest einen Teil der Löcher und/oder der
Risse vollständig. So weisen die Zwischenschichten
Erhebungen auf, die sich von der aktiven Zone weg
in die Risse und/oder in die Löcher hinein erstrecken.
Die Erhebungen, die bevorzugt mit demselben Mate-
rial wie die betreffende Zwischenschicht geformt sind,
stehen stellenweise in unmittelbarem, direktem, phy-
sischem Kontakt zu einem Material der Schicht, in die
sich die Risse und/oder die Löcher hinein erstrecken.

[0018] Halbleiterschichtenfolgen für optoelektroni-
sche Halbleiterchips, insbesondere für Leuchtdioden,
werden beispielsweise auf Saphir-Substraten epitak-
tisch gewachsen. Beim Aufwachsen können insbe-
sondere Löcher in dem zu wachsenden Halbleiterma-
terial entstehen. Ebenso können insbesondere Ris-
se in einem Laserabhebeverfahren, bei dem die fertig
gewachsene Halbleiterschichtenfolge von dem Sub-
strat entfernt wird, entstehen. Die Löcher und/oder
Rissen an einer ehemals dem Substrat zugewandten
Begrenzungsfläche der Halbleiterschichtenfolge kön-
nen, beispielsweise bei dem Laserabhebeverfahren
selbst oder bei einem Erzeugen einer Aufrauung, frei-
gelegt werden, sodass zumindest ein Teil der Löcher
und/oder Risse also zu dieser Begrenzungsfläche der
Halbleiterschichtenfolge reicht.

[0019] Über diese freiliegenden Löcher und/oder
Risse kann eine flüssige Chemikalie die Halbleiter-
schichtenfolge in einen nachfolgenden Prozessschritt
durchdringen und insbesondere einen Spiegel, bei-
spielsweise einen Silberspiegel, der an einer dem
Aufwachssubstrat abgewandten Seite der Halbleiter-
schichtenfolge oder an einer Durchkontaktierung zu-
vor aufgebracht wurde, angreifen. Durch eine derar-
tige Beschädigung des Spiegels verringert sich ei-
ne Lichtauskoppeleffizienz. Durch die Risse und/oder
Löcher, die auch Defekte in der Halbleiterschichten-
folge darstellen, kann weiterhin eine Minderung einer
Effizienz beim Erzeugen der Strahlung in der aktiven
Zone auftreten. Ebenso können durch die Risse und/
oder Löcher Kleinstromprobleme in der Strom-Span-
nung-Charakteristik des Halbleiterchips auftreten.

[0020] Da bei einem epitaktischen Aufwachsen, bei-
spielsweise bei einem so genannten MOVPE-Pro-
zess, Al-Atome an einer Kristalloberfläche eine klei-
nere Mobilität aufzeigen als Ga-Atome, können Al-
GaN-Schichten im Vergleich zu reinen GaN-Schich-
ten beim Aufwachsen eine glättende Wirkung auf
eine Oberflächenmorphologie haben. Es reagieren
AlGaN-Schichten also deutlich unempfindlicher auf
ein Facettenwachstum als GaN-Schichten, wodurch
eventuell vorhandene Löcher, Risse und/oder Kanä-
le in einem GaN-Kristall durch eine solche AlGaN-
Schicht geschlossen werden können.
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[0021] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des optoelektronischen Halbleiterchips ist eine der
Zwischenschichten mit einer Dotierstoffkonzentration
zwischen einschließlich 2 × 1018 pro cm3 und 5 × 1019

pro cm3, bevorzugt mit einer Dotierstoffkonzentration
zwischen einschließlich 4 × 1018 pro cm3 und 3 × 1019

pro cm3, insbesondere zwischen einschließlich 6 ×
1018 pro cm3 und 2 × 1019 pro cm3 dotiert. Eine Dotie-
rung erfolgt zum Beispiel mit Si-Atomen.

[0022] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des optoelektronischen Halbleiterchips weist der An-
teil x der Ga-Gitterplätze, der durch Al-Atome einge-
nommen ist, einen Wert zwischen einschließlich 0,
03 und 0,2 oder zwischen einschließlich 0,03 und 0,
5, bevorzugt zwischen einschließlich 0,07 und 0,13,
beispielsweise um 0,1, auf.

[0023] Genau eine der Zwischenschichten oder min-
destens eine der Zwischenschichten ist eine ununter-
brochene, durchgängige Schicht. Mit anderen Wor-
ten sind in eine Richtung senkrecht zur Wachstums-
richtung dann keine Öffnungen oder Durchbrüche in
dieser Zwischenschicht gezielt hergestellt. Die Zwi-
schenschicht erstreckt sich also in einer Richtung
senkrecht zur Wachstumsrichtung über die gesamte
Halbleiterschichtenfolge, ohne dass gezielt erzeug-
te Unterbrechungen vorhanden sind. Dass die Zwi-
schenschicht eine ununterbrochene, durchgängige
Schicht ist, schließt nicht aus, dass Defekte in dem
Kristallgitter der Halbleiterschichtenfolge wie Risse
und/oder Löcher kleine, unbeabsichtigte Öffnungen
in der Zwischenschicht bilden. Mit anderen Worten
ist es möglich, dass nicht alle der Risse und/oder
Löcher durch die Zwischenschicht geschlossen sind.
Bevorzugt jedoch treten keine solchen unbeabsich-
tigten Öffnungen auf.

[0024] Wenigstens eine elektrische Durchkontaktie-
rung durchdringt die aktive Zone und insbesondere
genau eine von zwei Zwischenschichten, die in der
Halbleiterschichtenfolge gebildet sind. In diesem Fall
ist es möglich, dass sich alle elektrische Kontaktie-
rungen zur Bestromung des Halbleiterchips an nur
einer Seite der aktiven Zone befinden. Mit anderen
Worten kann der Halbleiterchip dann als so genann-
ter Flip-Chip geformt sein.

[0025] Besonders in dieser Ausführungsform ist ein
Abstand von einer äußeren Begrenzungsfläche der
Halbleiterschichtenfolge bis hin zu einem Spiegel et-
wa an der Durchkontaktierung vergleichsweise klein
und beträgt zum Beispiel zirka 2 µm. Bei derart ge-
ringen Abständen ist die Wahrscheinlichkeit, dass
Risse und/oder Löcher in der Halbleiterschichten-
folge von einer äußeren Begrenzungsfläche bis zu
dem Spiegel reichen, besonders groß, insbesonde-
re auch dann, wenn die Halbleiterschichtenfolge über
ein Laserabhebeverfahren von einem Substrat ge-
trennt und wenn an der äußeren Begrenzungsflä-

che eine Aufrauung in der Halbleiterschichtenfolge
erzeugt ist. Das heißt, speziell bei vergleichsweise
dünnen Halbleiterschichtenfolgen mit Durchkontak-
tierungen ist eine Steigerung der Ausbeute bei der
Herstellung durch die Verwendung wenigstens einer
Zwischenschicht besonders groß.

[0026] Darüber hinaus wird die Verwendung ei-
ner auf AlGaN basierenden, undotierten oder n-
dotierten Zwischenschicht als Verschlussschicht für
Kanäle, Risse und/oder Löcher in einer auf Al-
GaN, InGaN, AlInGaN und/oder auf GaN basierten
Halbleiterschichtenfolge angegeben. Die Zwischen-
schicht kann geformt sein, wie in einer oder mehre-
rer der oben genannten Ausführungsbeispiele ange-
geben. Merkmale des optoelektronischen Halbleiter-
chips sind daher auch für die Verwendung der Zwi-
schenschicht offenbart und umgekehrt.

[0027] Nachfolgend wird ein hier beschriebener op-
toelektronischer Halbleiterchip unter Bezugnahme
auf die Zeichnung näher erläutert. Gleiche Bezugs-
zeichen geben dabei gleiche Elemente in den ein-
zelnen Figuren an. Es sind dabei jedoch keine maß-
stäblichen Bezüge dargestellt, vielmehr können ein-
zelne Elemente zum besseren Verständnis übertrie-
ben groß dargestellt sein.

[0028] Es zeigen:

Fig. 6 und Fig. 9C schematische Schnittdarstel-
lungen von Ausführungsbeispielen von hier be-
schriebenen optoelektronischen Halbleiterchips,

Fig. 1 bis Fig. 5, Fig. 8, Fig. 9A und Fig. 9B
schematische Schnittdarstellungen von nicht er-
findungsgemäßen, die Erfindung aber illustrie-
renden Beispielen von optoelektronischen Halb-
leiterchips, und

Fig. 7 und Fig. 10 schematische Schnittdarstel-
lungen von Leuchtdiodenchips.

[0029] In Fig. 1 ist ein optoelektronischer Halbleiter-
chip 100 dargestellt. Bei dem Halbleiterchip 100 han-
delt es sich insbesondere um eine Leuchtdiode, die
im Betrieb eine inkohärente Strahlung emittiert.

[0030] Auf einem Aufwachssubstrat 11 ist eine Halb-
leiterschichtenfolge 1 epitaktisch aufgewachsen. Die
Halbleiterschichtenfolge 1 basiert auf GaN, InGaN,
AlGaN und/oder InAlGaN. Eine Gesamtdicke G der
Halbleiterschichtenfolge 1 liegt beispielsweise zwi-
schen einschließlich 1,0 µm und 10 µm, insbesonde-
re zwischen einschließlich 1,5 µm und 7,0 µm, insbe-
sondere zirka 5 µm bis 6 µm.

[0031] Unmittelbar an dem Aufwachssubstrat 11 be-
findet sich eine undotierte GaN-Schicht 15. Die undo-
tierte Schicht 15 weist zum Beispiel eine Dicke zwi-
schen einschließlich 300 nm und 400 nm auf. An ei-
ner dem Aufwachssubstrat 11 abgewandten Seite der
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undotierten Schicht 15 ist eine n-dotierte Teilschicht
17 erzeugt, die Teil einer n-dotierten Schichtenfolge
4 der Halbleiterschichtenfolge 1 ist. Es ist möglich,
dass nur eine der Schichten 15, 17 vorhanden ist.

[0032] An einer der n-dotierten Schichtenfolge 4 ab-
gewandten Seite des Aufwachssubstrates 11 befin-
det sich eine aktive Zone 3, gefolgt von einer p-do-
tierten Schichtenfolge 2. Die sich zwischen der n-do-
tierten Schichtenfolge 4 und der p-dotierten Schich-
tenfolge 2 befindliche aktive Zone 2 weist insbeson-
dere mindestens eine Quantentopfstruktur beliebiger
Dimensionalität auf, bevorzugt mehrere Quantentopf-
strukturen. Beispielsweise wird im Betrieb in der akti-
ven Zone ultraviolette Strahlung, blaues oder grünes
Licht erzeugt.

[0033] Die n-dotierte Schichtenfolge 4 beinhaltet ei-
ne Zwischenschicht 5. Die Zwischenschicht 5 be-
findet sich innerhalb der n-dotierten Schichtenfolge
4 zwischen der Teilschicht 17 und einer n-dotier-
ten Stromaufweitungsschicht 7, die ebenfalls Teil der
n-dotierten Schichtenfolge 4 ist. Mit anderen Wor-
ten weist die Zwischenschicht 5 keinen unmittelbaren
Kontakt zu dem Aufwachssubstrat 11 oder zu der ak-
tiven Zone 3 auf. Eine minimale Dicke der undotier-
ten Schicht 15 und/oder der Teilschicht 17 ist also
mindestens so einzustellen, dass das Aufwachssub-
strat 11 im Wesentlichen vollständig von mindestens
einer dieser Schichten 15, 17 bedeckt ist und eine
dem Aufwachssubstrat 11 abgewandte Seite dieser
Schichten 15, 17 im Wesentlichen eben geformt ist.

[0034] Eine Dicke T der Zwischenschicht 5 liegt be-
vorzugt zwischen einschließlich 15 nm und 500 nm,
insbesondere zwischen einschließlich 25 nm und 150
nm. Die Zwischenschicht 5 basiert auf AlGaN, wo-
bei ein Anteil von einschließlich 3 % bis 20 %, insbe-
sondere zirka 10 %, der Gallium-Gitterplätze, im Ver-
gleich zu reinem GaN, mit Aluminiumatomen besetzt
ist.

[0035] Eine Dotierstoffkonzentration der Zwischen-
schicht in diesem Ausführungsbeispiel liegt bevor-
zugt zwischen einschließlich 4 × 1018 pro cm3 und 5
× 1019 pro cm3, speziell zwischen einschließlich 6 ×
1018 pro cm3 und 2 × 1019 pro cm3. Ein Dotierstoff ist
beispielsweise Silizium. Die Zwischenschicht 5 ist ei-
ne geschlossene, durchgehende Schicht. Mit ande-
ren Worten sind in der Zwischenschicht 5 keine Öff-
nungen oder Durchbrüche gezielt erzeugt.

[0036] Eine Pufferschicht 6 der Halbleiterschichten-
folge 1 ist durch die Teilschicht 17, die Zwischen-
schicht 5 und die Stromaufweitungsschicht 7 gebil-
det und umfasst somit die n-dotierte Schichtenfolge
4. Eine Dicke der Pufferschicht 6 beträgt zum Bei-
spiel zwischen einschließlich 300 nm und 6 µm, be-
vorzugt zwischen einschließlich 500 nm und 1,8 µm.
Eine Dicke der Pufferschicht 6 übersteigt eine Dicke

der p-dotierten Schichtenfolge 2, die im Ausführungs-
beispiel gemäß Fig. 1 nur durch eine einzige Schicht
gebildet ist, bevorzugt um mindestens einen Faktor
10 oder um mindestens einen Faktor 20.

[0037] Der Halbleiterchip 100 gemäß Fig. 2 ist zum
Beispiel eine Weiterbildung des Halbleiterchips 100
gemäß Fig. 1. Auf einer der aktiven Zone 3 abge-
wandten Seite 20 der p-dotierten Schichtenfolge 2
ist eine p-Kontaktschicht 12p aufgebracht. Die p-
Kontaktschicht 12p ist insbesondere durch eine oder
mehrere metallische Schichten gebildet und kann ei-
nen Spiegel 16 für eine in der aktiven Zone 3 erzeug-
te Strahlung darstellen und/oder umfassen. An einer
der aktiven Zone 3 abgewandten Seite der p-Kontakt-
schicht 12p ist ein Träger 9 angebracht, der den Halb-
leiterchip 100 mechanisch trägt. Eine Dicke des Trä-
gers 9 liegt bevorzugt zwischen einschließlich 40 µm
und 600 µm. Durch den Träger 9 ist es möglich, den
Halbleiterchip 100 beispielsweise mittels eines so ge-
nannten Pick-and-Place-Prozesses zu handhaben.

[0038] An einer der aktiven Zone 3 abgewandten
Seite 40 der Teilschicht 17 der n-dotierten Schichten-
folge 4 ist eine Aufrauung 8 erzeugt, beispielsweise
mittels eines Ätzens. Die Aufrauung 8 reicht nicht bis
zu der Zwischenschicht 5. Durch das Erzeugen der
Aufrauung 8 kann die undotierte Schicht 15 gemäß
Fig. 1 vollständig entfernt sein. Über die Aufrauung
8 ist eine Auskoppeleffizienz der Strahlung aus dem
Halbleiterchip 100 steigerbar. Eine mittlere Rauheit
der Aufrauung 8 liegt bevorzugt zwischen einschließ-
lich 0,4 µm und 4,0 µm, insbesondere zwischen ein-
schließlich 0,5 µm und 1,5 µm. Ferner ist an der Seite
40, in der die Aufrauung 8 geformt ist, eine n-Kontak-
tierung 12n aufgebracht. Die n-Kontaktierung 12n ist
insbesondere durch eine oder mehrere metallische
Schichten und/oder durch ein transparentes leitfähi-
ges Oxid gebildet. Insbesondere ist die n-Kontaktie-
rung 12n ein so genanntes Bond-Pad. Ein Stromfluss
erfolgt also gemäß Fig. 2 auch durch die Zwischen-
schicht 5 hindurch, sodass es erforderlich ist, die Zwi-
schenschicht 5 elektrisch leitend, also insbesondere
n-dotiert, auszubilden.

[0039] Der Halbleiterchip 100 gemäß Fig. 2 kann
aus dem Halbleiterchip 100 gemäß Fig. 1 wie folgt
erzeugt sein: Nach dem Aufwachsen der Halbleiter-
schichtenfolge 100 auf dem Aufwachssubstrat 11
werden die p-Kontaktierung 12p und anschließend
auf die p-Kontaktierung 12p der Träger 9 angebracht.
Anschließend wird das Aufwachssubstrat 11, insbe-
sondere mittels eines Laserabhebeverfahrens, eng-
lisch Laser-Lift-Off, von der Halbleiterschichtenfolge
1 und dem Träger 9 entfernt. Hierbei wird ein dünner
Bereich der n-dotierten Schichtenfolge 4, der sich na-
he dem Aufwachssubstrat 11 befindet, zersetzt, ins-
besondere ein Teil der undotierten Schicht 15. Nach
dem Entfernen des Aufwachssubstrates 11 von der
Halbleiterschichtenfolge 1 wird insbesondere über
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ein Ätzen die Aufrauung 8 in der Teilschicht 17 der n-
dotierten Schichtenfolge 4 an der Seite 40 gebildet.

[0040] Gemäß Fig. 3 befinden sich die n-Kontaktie-
rung 12n und die p-Kontaktierung 12p an derselben
Seite der aktiven Zone 3. Dies ist speziell dadurch er-
möglicht, dass, ausgehend von der n-Kontaktierung
12n, eine Durchkontaktierung 10 durch die p-dotier-
te Schichtenfolge 2 und durch die aktive Zone 3 hin
zur n-Schichtenfolge 4 geformt ist. Die Durchkontak-
tierung 10 kann durch ein oder durch mehrere Metal-
le gebildet. Über die Durchkontaktierung 10 ist eine
direkte elektrische Verbindung zwischen der n-Kon-
taktierung 12n, die zwischen dem Träger 9 und der p-
Kontaktierung 12p geformt ist, und der Stromaufwei-
tungsschicht 7 der n-dotierten Schichtenfolge 4 her-
gestellt.

[0041] Die n-Kontaktierung 12n sowie die Durchkon-
taktierung 10 sind von der aktiven Zone 3, der p-do-
tierten Schichtenfolge 2 sowie der p-Kontaktierung
12p durch eine elektrisch isolierende Schicht 13, die
zum Beispiel mit einem transparenten Material wie Si-
liziumdioxid oder Siliziumnitrid geformt ist, getrennt.
Die p-Kontaktierung 12p dient auch in diesem Aus-
führungsbeispiel als Spiegel 16a für die in der aktiven
Zone 3 im Betrieb erzeugte Strahlung, die über die
Aufrauung 8 aus dem Halbleiterchip 100 ausgekop-
pelt wird.

[0042] Bevorzugt ist an einer der Aufrauung 8 zuge-
wandten Seite der Durchkontaktierung 10 ein weite-
rer Spiegel 16b, beispielsweise ein Silberspiegel, an-
gebracht. Anders als gezeichnet ist es möglich, dass
sich der Spiegel 16b auch teilsweise oder vollständig
zwischen die isolierende Schicht 13 und die Durch-
kontaktierung 10 erstreckt.

[0043] Eine Bestromung der aktiven Zone 3 erfolgt
also gemäß diesem Ausführungsbeispiel nicht über
die Zwischenschicht 5. Somit kann die Zwischen-
schicht 5 daher auch undotiert sein und einen höhe-
ren Al-Gehalt zwischen einschließlich 5 % und 50 %
aufweisen oder auch auf AlN basieren oder aus AlN
bestehen.

[0044] Gemäß Fig. 4 weist die Halbleiterschichten-
folge 1 des Halbleiterchips 100 zwei Zwischenschich-
ten 5 auf. Zwischen den beiden Zwischenschichten 5
befindet sich die hoch n-dotierte Stromaufweitungs-
schicht 7. Die Stromaufweitungsschicht 7 basiert zum
Beispiel auf GaN und nicht auf AlGaN wie die Zwi-
schenschichten 5 und weist eine hohe Dotierstoffkon-
zentration von bevorzugt mindestens 5 × 1018 pro cm3

auf. Die Stromaufweitungsschicht 7 grenzt bevorzugt
unmittelbar an die beiden Zwischenschichten 5. Der
weitere Aufbau des Halbleiterchips 100 gemäß Fig. 4
folgt im Wesentlichen dem Ausführungsbeispiel ge-
mäß Fig. 1.

[0045] Der Halbleiterchip 100 gemäß Fig. 5 ist eine
Weiterbildung des Halbleiterchips 100 gemäß Fig. 4,
in analoger Weise zu den Fig. 1 und Fig. 2. Da ein
Stromfluss von der n-Kontaktierung 12n zur p-Kon-
taktierung 12p über die zwei Zwischenschichten 5 er-
folgt, sind die Zwischenschichten 5 dotiert und elek-
trisch leitend ausgebildet.

[0046] Beim Ausführungsbeispiel des Halbleiter-
chips 100 gemäß Fig. 6 ist die Zwischenschicht
5b von der Durchkontaktierung 10 durchdrungen,
wohingegen die Zwischenschicht 5a eine ununter-
brochene, durchgehende Schicht ist, wie die Zwi-
schenschichten 5 gemäß den Fig. 1 bis Fig. 5. Die
Durchkontaktierung 10 verbindet die n-Kontaktierung
12n elektrisch unmittelbar mit der Stromaufweitungs-
schicht 7. Die von der Durchkontaktierung 10 durch-
drungene Zwischenschicht 5b kann in diesem Aus-
führungsbeispiel zu einer Endpunktdetektion zur Ät-
zung der Ausnehmung für die Durchkontaktierung 10
dienen. Da ein Stromfluss nicht über die Zwischen-
schicht 5a erfolgt, kann die Zwischenschicht 5a ent-
weder dotiert oder auch undotiert sein.

[0047] Wie auch in allen anderen Ausführungsbei-
spielen ist es möglich, dass die Zwischenschichten 5,
5a, 5b sowie die Stromaufweitungsschicht 7, die un-
dotierte Schicht 15 und/oder die Teilschicht 17 einen
Teil der Pufferschicht 6 bilden.

[0048] In den Fig. 7A und Fig. 7B ist ein Leucht-
diodenchip ohne Zwischenschichten gezeigt. Beim
Aufwachsen der Halbleiterschichtenfolge 1 auf dem
Aufwachssubstrat 11 bilden sich entweder an der
Grenzfläche zwischen der undotierten Schicht 15
oder der n-dotierten Schichtenfolge 4, die gemäß
Fig. 7 durch eine einzige Schicht gebildet ist, und
dem Aufwachssubstrat 11 oder auch während des
Aufwachsens oder beim Laserabhebeverfahren in-
nerhalb der Halbleiterschichtenfolge 1 Risse und/
oder Löcher 14, vergleiche Fig. 7A. Bei einem Ab-
trennen des Aufwachssubstrats 11 von der Halbleiter-
schichtenfolge 1, beispielsweise durch das Laserab-
hebeverfahren, wird ein Teil der Risse und/oder Lö-
cher 14 freigelegt, siehe Fig. 7B.

[0049] Ein Anteil der Risse und/oder Löcher 14 reicht
von der Seite 40 der n-dotierten Schichtenfolge 4 bis
hin zu der p-Kontaktierung 12p. Über diese Löcher
und/oder Risse 14 ist es möglich, dass in einem spä-
teren Verfahrensschritt, beispielsweise zur Erzeu-
gung einer Aufrauung an der n-dotierten Schichten-
folge 4, eine flüssige Chemikalie wie Salpetersäure
oder Kalilauge durch die Halbleiterschichtenfolge 1
bis hin zu der p-Kontaktierung 12p gelangt, die Halb-
leiterschichtenfolge 1 also vollständig penetriert.

[0050] Etwa durch diese Chemikalien ist es mög-
lich, dass die bevorzugt als Spiegel 16, 16a ausge-
führte p-Kontaktierung 12p angegriffen oder beschä-
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digt wird, wodurch eine Reflektivität der p-Kontaktie-
rung 12p vermindert und somit eine Auskoppeleffizi-
enz von Strahlung aus dem Halbleiterchip reduziert
werden kann. Eine Gefahr einer Beschädigung des
Spiegels 16b an der Durchkontaktierung 10, siehe
Fig. 3 und Fig. 6, ist aufgrund des geringen Abstan-
des zwischen dem Spiegel 16b und der Aufrauung 8
sogar noch höher.

[0051] In Fig. 8 ist ein Halbleiterchip 100 mit der Zwi-
schenschicht 5 illustriert, nach dem das Aufwachs-
substrat 11 von der Halbleiterschichtenfolge 1 abge-
trennt ist. Anders als gezeichnet ist es ebenso mög-
lich, dass nur eine der Schichten 15, 17 vorliegt. Auch
die Halbleiterschichtenfolge 1 gemäß Fig. 8 weist
Risse und/oder Löcher 14 auf, die von der Seite 40
der n-dotierten Schichtenfolge 4 hin zu der p-Kontak-
tierung 12p verlaufen und die durch beispielsweise
ein Laserabhebeverfahren an der dem abgetrennten
Aufwachssubstrat 11 zugewandten Seite 40 freige-
legt sind.

[0052] Jedoch sind gemäß Fig. 8 alle oder wenigs-
tens ein Teil der Risse 14 und/oder Löcher 14, die
von der Seite 40 hin zu der aktiven Zone 3 verlaufen,
abgedeckt und verschlossen. Bei einem Aufwachsen
der Halbleiterschichtenfolge 1 beziehungsweise der
Zwischenschicht 5 entstehen hierbei Erhebungen 50
der Zwischenschicht 5, die sich weg von der akti-
ven Zone 3 hin zu dem Aufwachssubstrat 11 erstre-
cken. Die Erhebungen 50 sind mit demselben Mate-
rial gebildet wie die Zwischenschicht 5. Die Erhebun-
gen 50 erstrecken sich somit pfropfenartig in wenigs-
tens einen Teil der Risse und/oder Löcher 14 und ste-
hen in unmittelbarer Verbindung wenigstens mit ei-
nem Teil von lateralen Begrenzungsflächen der Ris-
se und/oder Löcher 14, in einer Richtung senkrecht
zu einer Wachstumsrichtung der Halbleiterschichten-
folge 1. Ebenso ist es möglich, dass zumindest ein
Teil der Risse und/oder Löcher 14 vollständig durch
ein Material der Erhebungen 50 ausgefüllt ist.

[0053] Die Zwischenschicht 5 wird also als eine Art
Abdichtung oder Verschlussschicht für die Risse und/
oder Löcher 14 verwendet. Dies ist insbesondere da-
durch ermöglicht, dass die Zwischenschicht 5 und
die Erhebungen 50 mit AlGaN anstelle von GaN ge-
formt sind. Aluminiumatome weisen beim epitakti-
schen Aufwachsen an einer Oberfläche eine geringe-
re Mobilität auf als Galliumatome. Hierdurch ist das
Schließen und teilweise Füllen der Risse und/oder
Löcher 14 ermöglicht.

[0054] Zwar können beim weiteren epitaktischen
Aufwachsen der Halbleiterschichtenfolge 1 weitere
Risse und/oder Löcher 14 entstehen, die beispiels-
weise von einer dem Aufwachssubstrat 11 abge-
wandten Seite 40 der n-dotierten Schichtenfolge bis
zur p-Kontaktierung 12p reichen, jedoch besteht kei-
ne durchgehende Verbindung durch die Risse und/

oder Löcher 14 von einer der aktiven Zone 3 abge-
wandten Seite der Schichten 15, 17 hin zu der p-Kon-
taktierung 12p oder hin zu dem Spiegel 16b an der
Durchkontaktierung 10 gemäß den Fig. 3 und Fig. 6.
Somit erfolgt auch keine Beschädigung der Spiegel
16, 16a, 16b oder eines anderen Materials der Durch-
kontaktierung 10 oder der Kontaktierungen 12n, 12p,
wie zum Beispiel Al, WN und/oder Ti, bei nachge-
schalteten Prozessschritten, insbesondere bei sol-
chen Prozessschritten, bei denen Chemikalien mit ei-
ner geringeren Viskosität eingesetzt werden. Der Ef-
fekt der Abdichtung von Rissen und/oder Löchern 14
durch die Zwischenschicht 5 ist speziell dann von Be-
deutung, wenn ein Abstand zwischen der Aufrauung
8 oder einer äußeren Begrenzungsfläche der Halb-
leiterschichtenfolge 1 und dem Spiegel 16, 16a, 16b
besonders klein ist, wie speziell bei den Halbleiter-
chips 100 gemäß der Fig. 3 und Fig. 6.

[0055] In Fig. 9 sind weitere Halbleiterchips 100
in einer Schnittdarstellung und in einer zugehörigen
Draufsicht auf eine Strahlungsdurchtrittsseite mit ei-
nem Kontaktbereich 18, zum Beispiel für einen Bond-
Draht, gezeigt. Die Halbleiterchips 100 weisen je-
weils mehrere der in den Schnittdarstellungen nicht
gezeichneten Durchkontaktierungen 10 und Spiegel
16b auf, vergleiche die Fig. 3 und Fig. 6. Die Durch-
kontaktierungen 10 und Spiegel 16b reichen also je-
weils von der p-leitenden Schichtenfolge 2 her bis in
die Stromaufweitungsschicht 7, die je ein Dicke von
zirka 1,1 µm aufweist.

[0056] Gemäß Fig. 9A weist die Zwischenschicht
5 eine Dicke von zirka 60 nm auf, gemäß Fig. 9B
eine Dicke von zirka 30 nm. Die n-dotierte Schicht
17 hat jeweils eine Dicke von zirka 1,3 µm. Gemäß
Fig. 9C befindet sich die Stromaufweitungsschicht 7
zwischen den zwei Zwischenschichten 5a, 5b mit je
einer Dicke von zirka 30 nm. Es ist also jeweils min-
destens eine Zwischenschicht 5, 5a, 5b an einer der
aktiven Zone 3 abgewandten Seite der Stromaufwei-
tungsschicht 7 vorhanden. In den zugehörigen Drauf-
sichten auf die Strahlungsdurchtrittsseite ist zu se-
hen, dass die Spiegel 16b keine verminderte Reflek-
tivität aufzeigen und somit nicht beschädigt sind. Ins-
besondere verlässt durch die Strahlungsdurchtritts-
seite mehr als 50 % oder mehr als 80 % der Strahlung
den Halbleiterchip 100.

[0057] Bei den Leuchtdiodenchips gemäß Fig. 10A
und Fig. 10B befinden sich die Zwischenschichten
5 jeweils zwischen der Stromaufweitungsschicht 7
und der aktiven Zone 3. Es ist also zwischen den
Spiegeln 16b und der Strahlungsdurchtrittsseite kei-
ne Zwischenschicht vorhanden. Hierdurch werden
die Spiegel 16b etwa beim Erzeugen einer Aufrauung
an der Strahlungsdurchtrittsseite flüssigen Chemika-
lien ausgesetzt und dadurch beschädigt, zu sehen in
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einer Dunkelfärbung und somit verminderten Reflek-
tivität der Spiegel 16b.

Patentansprüche

1.   Optoelektronischer Halbleiterchip (100) mit ei-
ner auf GaN, InGaN, AlGaN und/oder InAlGaN basie-
renden, epitaktisch gewachsenen Halbleiterschich-
tenfolge (1), die aufweist:
- eine p-dotierte Schichtenfolge (2),
- eine n-dotierte Schichtenfolge (4),
- eine aktive Zone (3), die zur Erzeugung einer elek-
tromagnetischen Strahlung vorgesehen ist und die
sich zwischen der p-dotierten Schichtenfolge (2) und
der n-dotierten Schichtenfolge (4) befindet, und
- mehreren auf AlxGa1-xN basierenden Zwischen-
schichten (5a, 5b) mit 0 < x ≤ 1, die sich an derselben
Seite der aktiven Zone (3) wie die n-dotierte Schich-
tenfolge (4) befinden,
wobei
- eine spezifische Chemikaliendurchlässigkeit der
Zwischenschichten (5a, 5b), insbesondere gegen-
über Flüssigkeiten, kleiner ist als für an die Zwischen-
schichten (5a, 5b) angrenzende Schichten (4, 7, 15,
17) der Halbleiterschichtenfolge (1),
- die Zwischenschichten (5a, 5b) Erhebungen (50)
aufweisen, die sich in Risse und/oder Löcher (14)
in an die Zwischenschichten (5a, 5b) angrenzende
Schichten (4, 7, 15, 17) der Halbleiterschichtenfolge
(1) erstrecken, und
- die Erhebungen (50) wenigstens stellenweise in
direktem Kontakt zu Begrenzungsflächen der Risse
und/oder Löcher (14) stehen und zumindest ein Teil
oder alle der Risse und/oder Löcher (14) vollständig
von der zugeordneten Zwischenschicht (5a, 5a) über-
deckt sind,
- die aktive Zone (3) von einer elektrischen Durchkon-
taktierung (10) durchdrungen ist, und
- die elektrische Durchkontaktierung (10) eine der
Zwischenschichten (5b) durchdringt und eine weite-
re der Zwischenschichten (5a) ununterbrochen und
durchgängig ist.

2.    Optoelektronischer Halbleiterchip (100) nach
dem vorhergehenden Anspruch, bei der die unun-
terbrochene Zwischenschicht (5a) undurchlässig für
Salpetersäure ist.

3.  Optoelektronischer Halbleiterchip (100) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem eine
Dotierstoffkonzentration einer der Zwischenschich-
ten (5b) zwischen einschließlich 4 × 1018 pro cm3 und
5 × 1019 pro cm3 liegt und ein Dotierstoff Si ist.

4.  Optoelektronischer Halbleiterchip (100) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem eine
der Zwischenschichten (5a) undotiert ist.

5.  Optoelektronischer Halbleiterchip (100) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, bei der 0,03 ≤
x ≤ 0,5 gilt.

6.  Optoelektronischer Halbleiterchip (100) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem eine
auf GaN basierende, mindestens mit einer Dotier-
stoffkonzentration von 5 × 1018 pro cm3 n-dotierte
Stromaufweitungsschicht (7) der n-dotierten Schich-
tenfolge (4) sich zwischen zwei der Zwischenschich-
ten (5a, 5b) befindet und unmittelbar an diese grenzt.

7.  Optoelektronischer Halbleiterchip (100) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem eine
der aktiven Zone (3) abgewandten Seite (40) der
Halbleiterschichtenfolge (1), auf derselben Seite der
aktiven Zone (3) wie die n-dotierte Schichtenfolge (4),
eine Aufrauung (8) mit einer mittleren Rauheit zwi-
schen einschließlich 0,4 µm und 4,0 µm aufweist.

8.    Optoelektronischer Halbleiterchip (100) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem ei-
ne Gesamtdicke (G) der Halbleiterschichtenfolge (1)
zwischen einschließlich 1,0 µm und 10,0 µm liegt.

9.  Optoelektronischer Halbleiterchip (100) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem sich al-
le elektrischen Kontaktierungen (12) zur Bestromung
des Halbleiterchips (100) an einer der aktiven Zone
(3) abgewandten Seite (20) der p-dotierten Schich-
tenfolge (2) befinden.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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